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【緒言】多結晶MoS2は、超低電流密度で強磁

性を制御できることで、新たな低消費電力の磁

化スイッチング手法として注目されている[1]。

一方、バンド制御は磁性材料の設計や制御にお

いて多様な可能性を提供する。半金属 Bi と

MoS2界面ではオーミックコンタクトを形成で

きることが報告されている[2]。しかし、電極材

料とMoS2接合のバンド構造は観測されていな

い。そこで、トンネル分光法でMoS2と Biのコ

ンタクトにおけるバンド構造を評価した。 

【方法】n+-Si基板上に、自然酸化により 2 nm

の SiO2膜が形成され、3 nm厚のMoS2膜を RF

パワー40 W, 基板温度 450oC, 圧力 0.35 Paでの

スパッタ法により成膜した後、50 nm厚の Bi膜

を電極として蒸着したデバイスを作製した。そ

の後、𝐼 -𝑉特性を測定し、数値的手法によって

𝑑𝐼/𝑑𝑉 -𝑉と𝑑2𝐼/𝑑𝑉2 -𝑉特性を算出した。また、

微分には Savitzky-Golay法を使用した。一般的

に、微分トンネルコンダクタンス(𝑑𝐼/𝑑𝑉  はト

ンネルが生じるエネルギーにおける状態密度

に比例する[3]。また、𝑑2𝐼/𝑑𝑉2-𝑉の曲線から、

状態密度の立ち上がりに対応するエネルギー

を評価することができる。温度などの要因によ

る平滑化効果を考慮した結果[4]、伝導帯底の位

置に対応すると考えられる曲線が得られた。 

【結果】Fig. 1 は Bi-MoS2デバイスの𝑑𝐼/𝑑𝑉-𝑉

特性を示す。ゼロバイアスで dip を確認でき、

温度が低くなるほど、dipが鋭くなる。正負バ

イアスどちらの場合も、dip は EFと Ecの間の

禁制帯をトンネルすることに対応する。Fig. 2

は 45 Kにおける Bi-MoS2デバイスの𝑑2𝐼/𝑑𝑉2-

𝑉特性を示している。正バイアスの場合、𝐸𝐹は

𝐸𝑐 − 0.029 𝑒𝑉に位置していると考えられる。負

バイアス時に曲線の減少が緩やかになる点の

絶対値は正バイアスと同じである。BiとMoS2

の接触はオーミックコンタクトであると考え

られる[2]。この結果から、本デイバスのエネル

ギー構造はFig. 2の右下と左上の通りと推定さ

れる。 

 
Fig. 1: 𝑑𝐼/𝑑𝑉-𝑉 characteristics of Bi-MoS2 

contact. 

 

 
Fig. 2: 𝑑2𝐼/𝑑𝑉2-𝑉 characteristics of Bi-MoS2 

contact at 45K. 
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